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(57) Zusammenfassung: Der Halbleiterbaustein (100) um-
fasst einen Halbleiterkérper (102) mit einer ersten und einer
gegenlberliegenden zweiten Hauptoberflache (102a,
102b) und mit die Hauptoberflachen verbindenden Seiten-
flachen (102c-f), einen Schaltungsbereich (104) in dem
Halbleiterkdrper (102), angrenzend an die erste Haupto-
berflache (102a), der einen Schaltungskontaktanschluss
(104a) aufweist, einen Metallisierungsbereich (106a-c), der
sich von dem Schaltungskontaktanschluss (104a) auf der
ersten Hauptoberflache (102a) auf eine Seitenflache des
Halbleiterkdrpers (102) erstreckt, um an der Seitenflache
des Halbleiterkorpers (102) einen freiliegenden Kontaktie-
rungsbereich (108a-c) bereitzustellen, und eine Isolations-
schicht, die zwischen dem Metallisierungsbereich (106)
und dem Halbleiterkérper (102) angeordnet ist, wobei die
Isolationsschicht (110) eine Offnung zum elektrischen Ver-
binden des Schaltungskontaktanschlusses (104a) mit dem
Metallisierungsbereich (106) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Halbleiterbausteine und deren Herstellungsverfah-
ren, und insbesondere auf eine Platz sparende Un-
terbringung eines Halbleiterbausteins in einem Ge-
hause bzw. auf einen Halbleiterbaustein mit duf3erst
geringen Abmessungen, der auferst Platz sparend
auf einer Schaltungsplatine, beispielsweise mittels
Létmittel, aufgebracht werden kann, wobei die vorlie-
gende Erfindung insbesondere auf eine neuartige,
standardisierte Bauform fir diskrete Bauelemente,
wie Dioden, Transistoren, Schalter und Filter, aber
auch komplexere integrierte Schaltungsanordnun-
gen, anwendbar ist.

Stand der Technik

[0002] Die gegenwartig verwendeten Gehausefor-
men fur Halbleitereinzelbauelemente bzw. Halbleiter-
bausteine lassen sich im Allgemeinen in zwei Grup-
pen unterteilen, namlich in verdrahtete Gehausety-
pen und in Gehadusetypen mit Lotmittelhdckern
(Bumps). Gemall der oben angegebenen ersten
Gruppe von Gehauseformen fir Halbleiterbausteine
werden gegenwartig diskrete Halbleiterbauelemente
gréRtenteils in so genannten SMD-Gehausen (SMD
= surface mounted device) hergestellt und angebo-
ten. Bei dieser Gehauseform wird ein Halbleiterchip
auf einen metallischen Trager (lead) bzw. Anschluss-
leitungsrahmen (lead frame) angebracht bzw. mon-
tiert, wobei so genannte Bonddrahte (Verbindungs-
dréhte) die Kontaktanschlussflachen (Pads bzw.
Halbleiterkontakte) des Halbleiterchips mit dem me-
tallischen Trager bzw. Anschlussleiterrahmen ver-
bunden werden. Dabei werden Trager oder An-
schlussleitungsrahmen in der Applikation elektrisch
und/oder thermisch leitend mit den zugeordneten
Leiterbahnen auf der Schaltungsplatine mittels L6t-
mittel verbunden. Der Rickseitenkontakt des Halblei-
terchips kann hierbei auch einen elektrischen
und/oder thermischen Kontakt zu dem Anschlusslei-
terrahmen bilden. Nach dem Verbinden des Halblei-
terchips mit dem Anschlussleitungsrahmen wird die-
ses System mit einer Vergussmasse (mould) vergos-
sen und damit verschlossen. Die metallischen Trager
befinden sich dabei nun alle an einer Seite des resul-
tierenden Gehauses (z. B. TSLP-Bauformen) oder
werden seitlich flach oder gebogen aus dem Gehau-
se bzw. der Vergussmasse herausgefiihrt (z. B. TS-
FP-, SOT-Bauformen).

[0003] Die zweite Gruppe von Bauformen fur Halb-
leiterbausteingehausen sind so genannte WLP-Bau-
steingehdause (WLP = Wafer level package) oder
CSP-Bausteingehause (CSP = chip size package).
Bei dieser zweiten Gruppe von Gehauseformen wer-
den metallische Létmittelhdcker (Bumps) auf die An-
schlussflachen bzw. Kontakte (Pads) des Halbleiter-
chips aufgebracht und daraufhin mit einer Halbleiter-
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passivierung, d. h. einem Isolations- bzw. Schutzma-
terial, versehen. Derartige Halbleiterbausteine mit ei-
nem WLP- bzw. CSP-Gehause werden nun mittels
eines Flip-Chip-Prozesses mit den Leiterbahnen
bzw. Kontaktanschlussflachen zu den Leiterbahnen
der Applikationsplatinen verbunden, so dass diese
Loétmittelhdcker dann in der Applikation den elektri-
schen Kontakt von dem Halbleiterbaustein zu den
Leiterbahnen der Schaltungsplatine herstellen.

[0004] Bezuglich dieser WLP- bzw. CSP-Gehause-
formen flr Halbleiterbausteine wird beispielsweise
auf einen Herstellungsprozessablauf zur Herstellung
einer Shell BGA-Gehauseform durch die Firma Shell-
cass-Wafer Level Packaging verwiesen, der bei-
spielsweise Uber den nachfolgend genannten Inter-
net-Link (http://www.xintec.com.tw/pro-
duct/ShellBGA_Process_Flow_New%200422'04.pdf
) veroffentlicht ist.

[0005] Bei dem im vorhergehenden erwahnten Her-
stellungsprozess von ,Shellcase" sollte beachtet wer-
den, dass bei den dort dargestellten Herstellungsver-
fahren fur WLP-Gehauseformen mit BGA-Strukturen
(BGA = ball grid array) metallische Verbindungen
zwischen den Kontaktanschlussflachen eines Halb-
leiterchips und den Létmittelhdckern (Bumps) an der
Oberseite des Halbleiterbausteins vorgesehen wer-
den, um so eine Umverdrahtung der Verbindungslei-
tungen zu ermdglichen.

[0006] Bezuglich der im vorhergehenden beschrie-
benen Létmittelhdcker fir WLP- und CSP-Gehause-
formen sollte allgemein beachtet werden, dass diese
bedingt durch die Herstellung und die Anforderungen
des Montageprozesses auf der Applikationsplatine
eine Mindestgrofie und einen Mindestabstand zuein-
ander haben, der dazu flihrt, dass der resultierende
Halbleiterchip, d. h. der in einem WLP- bzw. CSP-Ge-
hause untergebrachte Halbleiterchip, wesentlich gro-
Rer sein muss als die aktive Flache des Halbleiter-
bauelements selbst, wie z. B. die aktive Flache einer
Diode oder eines Transistors.

[0007] Aus den obigen Ausfihrungen wird deutlich,
dass eine wesentliche Problematik konventioneller
Gehausebauformen fiir Halbleiterbausteine darin be-
steht, dass die resultierende Gesamtgrofie des in
dem Gehause untergebrachten Halbleiterbausteins
deutlich gréRer als der aktive Bereich auf dem Halb-
leiterchip ist, wobei dies insbesondere bei Kleinsig-
naltransistoren und Dioden deutlich wird, bei denen
die Kontaktanschlussflachen und die dazwischen lie-
genden frei bleibenden, ungenutzten Flachen auf-
grund des Mindestabstands der Kontaktflachen ei-
nen wesentlichen Anteil der Bausteingesamtflache
ausmachen. So besitzen beispielsweise Hochfre-
quenzdioden oder Hochfrequenztransistoren bzw.
deren Halbleiterchips beispielsweise Langen und
Breiten in der Gréfenordnung von 0,2 mm bis 0,4
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mm und eine Héhe von etwa 0,1 mm. Werden diese
Halbleiterchips nun in die oben angegebenen ver-
drahteten Gehause untergebracht, so weisen die zur
Zeit kleinsten Gehauseformen Abmessungen in der
GroéRenordnung eines halben Millimeters (0,5 mm)
pro Seitenlange auf.

[0008] Um diese Abmessungen in der angegebe-
nen GréRenordnung zu erreichen, wird insbesondere
die Héhe eines herkdmmlichen Halbleiterchips auf ei-
nen Wert von 0,1 mm reduziert, um mit den erforder-
lichen Bonddrahten und der Vergussmasse eine
letztendlich resultierende Bauhéhe von unter einem
halben Millimeter zu erreichen. Ferner sollte beachtet
werden, dass die bei den CSP- und WLP-Gehause-
formen verwendeten Létmittelhdcker (Bumps) einen
Durchmesser in der Grofenordnung von 0,4 mm auf-
weisen, so dass daher flir den Einzelhalbleiterbau-
stein relativ grofle Chipabmessungen erforderlich
sind.

[0009] Damit ergibt sich bezlglich der bisher im
Stand der Technik bekannten Gehauseausflihrungen
bzw. Gehauseformen fiir Halbleiterbausteine dahin-
gehend eine Problematik, dass diese Gehausefor-
men eine deutlich grofRere Flache bendtigen, als es
die Ausdehnung der aktiven Bereiche des Einzel-
halbleiters erfordern wirde. Au3erdem weisen die im
vorhergehenden erdrterten standardisierten Baufor-
men flr Halbleiterbausteine eine aufgrund der Unter-
bringung in einem Gehdause relativ grole Bauhdhe
auf, wobei dies insbesondere in Modulen, die aus ei-
ner Mehrzahl von Halbleiterbausteinen bestehen, du-
Rerst kritische Mal3e sind. Ferner sollte beachtet wer-
den, dass das Assemblieren des Halbleiterchips (d.h.
das Unterbringen der einzelnen Halbleiterchips in ei-
nem Gehause), das zu einem grof3en Teil durch Ma-
terialkosten bestimmt wird, haufig der kosteninten-
sivste Herstellungsabschnitt des Einzelhalbleiterpro-
duktes ist.

[0010] Bezlglich der Assemblierungskosten fir
Halbleiterbausteine sollte ferner beachtet werden,
dass sich beispielsweise bei einem gegenwartigen
6-Zoll-Halbleiterwafer etwa 100.000 bis 200.000 Ein-
zelbauelemente auf dem Halbleiterwafer befinden,
so dass sich das Unterbringen der vereinzelten Halb-
leiterchips in einem der oben beschriebenen Gehau-
seformen in Einzelchipprozessen bei der Halbleiter-
bausteinherstellung ein duf3erst aufwendiges und da-
mit kostspieliges Unterfangen darstellt.

[0011] Ferner sollte beziglich der im vorhergehen-
den erlauterten WLP- und CSP-Gehauseformen be-
achtet werden, dass diese mit metallischen Létmittel-
héckern (Bumps) arbeiten, die jedoch Qualitatsman-
gel bei Temperaturzyklen zeigen und insgesamt nur
eine sehr schlechte Warmeleitfahigkeit aufweisen.
Diese Lotmittelhdcker kbnnen nur einen begrenzten
thermischen Kontakt bereitstellen, so dass haufig
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Probleme von Halbleiterbausteinen mit diesen Ge-
hauseformen insbesondere bezlglich der Tempera-
turzyklenfestigkeit nicht vermieden werden kénnen.

[0012] Dies resultiert daraus, dass CSP- bzw.
WLP-Halbleiterbausteine Uber die metallischen
Bumps mit der Schaltungsplatine verbunden sind, so
dass thermische Unterschiede zwischen dem Halb-
leiterbaustein und der Schaltungsplatine nur iber die
Loétmittelverbindungen ausgeglichen werden kénnen.
Da diese Létmittelhdcker jedoch eine relativ schlech-
te Warmeleitfahigkeit aufweisen, kann dies bei einem
Betrieb des Halbleiterbausteins, der aufgrund der
Verlustleistung thermisch erwarmt wird, zu einem
Temperaturunterschied zwischen der Schaltungspla-
tine und dem Halbleiterbaustein flhren, der Gber die
metallischen Létmittelhdcker haufig nur relativ unzu-
reichend ausgeglichen werden kann. Dies kann auch
zu mechanischen Spannungen zwischen der Schal-
tungsplatine und dem Halbleiterbaustein fiihren, so
dass sich die oben angesprochenen Qualitatsmangel
bei Temperaturzyklen bezlglich WLP- oder
CSP-Halbleiterbausteinen ergeben kénnen.

[0013] Dariber hinaus sollte beziiglich der im Stand
der Technik bekannten TSLP-Gehauseformen und
der Flip-Chip-Gehauseformen mit Bumps, die derzeit
die kleinsten Bauformen fiir Halbleiterbausteine dar-
stellen, beachtet werden, dass nach dem Verbauen
dieser Halbleiterbausteine in der Applikation die elek-
trischen Kontakte dieser Halbleiterbausteine keiner
optischen Kontrolle nach der Verl6tung in der Anwen-
dungsschaltung unterzogen werden kénnen, da bei
diesen Gehauseformen der Kontakt (L6tkontakt) mit
den Leiterbahnen der Anwendungsschaltung durch
das Gehause bzw. den Halbleiterbaustein verdeckt
wird.

Aufgabenstellung

[0014] Ausgehend von diesem Stand der Technik
besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung da-
rin, ein verbessertes Konzept zum Bereitstellen von
Halbleiterbausteinen mit verringerten Abmessungen
zu schaffen, wobei darliber hinaus der Herstellungs-
aufwand zum Bereitstellen standardisierter Halblei-
terbausteine deutlich verringert werden kann.

[0015] Diese Aufgabe wird durch einen Halbleiter-
baustein gemafl Patentanspruch 1, durch eine Halb-
leiterschaltungsanordnung gemal Patentanspruch
16 und durch ein Verfahren zum Herstellen eines
Halbleiterbausteins gemaR Patentanspruch 18 ge-
I6st.

[0016] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass einerseits eine geeignete stan-
dardisierte Bauform fiir dufRerst kleine Halbleiterbau-
steine und ein entsprechendes vorteilhaftes Herstel-
lungsverfahren fir einen resultierenden Halbleiter-
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baustein mit deutlich verringerten Abmessungen er-
halten werden kann, indem bei dem Halbleiterbau-
stein eine metallische Flache bzw. mehrere metalli-
schen Flachen von der aktiven Hauptoberflache des
Halbleiterchips, d. h. von den dort angeordneten Kon-
taktanschlussflachen des Halbleiterchips auf der ak-
tiven Vorderseite bzw. aktiven Riickseite des Halblei-
terchips, auf eine oder mehrere Seitenflachen des
Halbleiterchips geflihrt werden und hauptsachlich
dort der elektrische und/oder thermische Kontakt zur
Applikationsschaltung, d. h. beispielsweise zur
Schaltungsplatine, hergestellt wird.

[0017] Dies wird erfindungsgemafl dadurch er-
reicht, dass diese auf die Seitenflache gefuhrte Me-
tallisierungsflache auf der Seitenflache des Halblei-
terchips frei liegend ist und somit die Kontaktflachen
des Halbleiterbausteins fiir eine elektrische und/oder
thermische Verbindung desselben nach auf3en bilden
kann, wobei diese metallischen Kontaktflachen ledig-
lich durch eine Isolationsschichtanordnung, d. h. eine
Isolationsschicht oder ein Schichtstapel aus mehre-
ren Isolationsschichten, auf dem Halbleitermaterial
des Halbleiterchips von diesem Halbleitermaterial
des Halbleiterchips elektrisch getrennt sind.

[0018] Gemall dem erfindungsgemalen Konzept
zum Herstellen von Halbleiterbausteinen kénnen die
verschiedenen Herstellungsschritte zum Erhalten der
erfindungsgemafen, einzelnen Halbleiterbausteine
mit relativ unaufwendigen Halbleiterherstellungs-
schritten im wesentlichen vollstandig auf Waferebene
durchgefiihrt werden, wobei nach der letztendlichen
Vereinzelung der einzelnen Halbleiterchips auf Wafe-
rebene bereits die vollstandigen, einzelnen Halblei-
terbausteine mit den an den Seitenflachen der Halb-
leiterchips frei liegenden Kontaktflachen erhalten
werden kénnen.

[0019] Das erfindungsgemafie Konzept zur Herstel-
lung von Halbleiterbausteinen bzw. die durch das er-
findungsgemale Herstellungsverfahren erhaltenen
einzelnen Halbleiterbausteine weisen eine Reihe von
Vorteilen gegenliber den bisher im Stand der Technik
bekannten, in einem herkdmmlichen Gehduse unter-
gebrachten Halbleiterchips auf.

[0020] Die Vorteile der vorliegenden Erfindung sind
beispielsweise sehr deutlich bei Einzelhalbleiterbau-
steinen, insbesondere bei Hochfrequenzeinzelhalb-
leiterbausteinen, bei denen haufig die nicht-aktiven
Flachen, wie die Kontaktanschlussflachen und unge-
nutzte Flachen, einen wesentlichen Anteil der Chip-
flache ausmachen. Daher ist das Beispiel einer
Hochfrequenzdiode oder eines Hochfrequenztransis-
tors ein guter Ausgangspunkt, um die Vorteile der
vorliegenden Erfindung gegeniiber dem Stand der
Technik darzustellen.

[0021] Gegenwartig werden mittels herkdbmmlicher
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Halbleiterwaferbearbeitungs- und Halbleitervereinze-
lungsschritte Halbleiterchips hergestellt, deren Lange
und Breite in der GréRRenordnung von 0,2 mm bis 0,4
mm und deren Hoéhe in einem Bereich von 0,1 mm
liegt.

[0022] GemalR den eingangs bezlglich des Stands
der Technik dargestellten gegenwartigen Gehause-
formen fir Halbleiterchips, sind Aufschlage fur die
verdrahteten Gehause erforderlich, um den resultie-
renden vollstandigen Halbleiterbaustein zu erhalten,
so dass die gegenwartig beziiglich der Abmessun-
gen kleinsten Gehduse Abmessungen in einer Gro-
Renordnung mindestens eines halben Millimeters pro
Seitenflache (Lange, Breite und Héhe) aufweisen.

[0023] Im Vergleich zu den im Stand der Technik be-
kannten, verdrahteten Gehauseformen zeichnet sich
das erfindungsgemafie Konzept dadurch aus, dass
es nicht notwendig ist, die durch die verschiedenen
Halbleiterwafer-Verarbeitungsprozesse erhaltenen
Halbleiterchips wesentlich diinner zu schleifen als die
endglltige Bausteindicke, die gemaR der vorliegen-
den Erfindung somit im Wesentlichen die resultieren-
de Gehausehdhe bzw. Bausteinhdhe darstellt.

[0024] Wenn beispielsweise eine Bauhohe fir den
Halbleiterbaustein von 0,4 mm gefordert wird, muss
gemal der vorliegenden Erfindung die Halbleiter-
scheibe (Wafer) nicht wie bei den verdrahteten Ge-
hausen gemal dem Stand der Technik auf etwa 0,1
mm oder darunter gediinnt werden, um einen ausrei-
chenden Spielraum fir den Anschlussleitungsrah-
men, Bonddrahte und die Vergussmasse bereitzu-
stellen. Insbesondere sollte beachtet werden, dass
dieses gemal dem Stand der Technik erforderliche
Dunnen der Halbleiterscheiben auf Dicken von etwa
0,1 mm oder darunter und das weitere Handling der
Halbleiterscheibe einen wesentlich héheren techni-
schen Aufwand erfordern, als dies bei Scheibendi-
cken des zu verarbeitenden Halbleiterwafers im Be-
reich von 0,3 mm bis 0,4 mm gemaR der vorliegen-
den Erfindung mdglich ist, so dass die gesamte Wa-
ferprozessierung und Waferhandhabung deutlich
vereinfacht werden kann.

[0025] Andererseits ist es gemal dem erfindungs-
gemafen Konzept dadurch moglich, Bauhéhen fir
die resultierenden Halbleiterbausteine zu liefern, die
fur verdrahtete Gehause gemaR dem heutigen Stand
der Technik nicht realisierbar sind. So sollte insbe-
sondere beachtet werden, dass sich so niedrige Bau-
héhen um etwa 0,1 mm, wie sie gemal dem erfin-
dungsgemalien Konzept erhalten werden kénnen,
als auBerst vorteilhaft bei Schaltungsmodulen fir
mobile Consumer-Gerate, wie Mobiltelefone usw., er-
weisen, um nur eines einer Vielzahl von Anwen-
dungsbeispielen zu nennen.

[0026] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemafien
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Halbleiterbausteine und des Herstellungsverfahrens
derselben besteht in einer verringerten Bausteinfla-
che gegenuber im Stand der Technik bekannten
Halbleiterbausteinen. Bei den verdrahteten Gehau-
seformen und auch bei den Gehauseformen mit Lot-
mittelhéckern, wie z. B. CSP- und WLP-Gehausefor-
men, gemal dem Stand der Technik ist die endgulti-
ge Bauform das Halbleiterbausteins insbesondere fiir
Einzelhalbleiter und Hochfrequenzeinzelhalbleiter
aufgrund der Unterbringung in den im Stand der
Technik dargestellten Gehaduseformen signifikant
gréRer als die aktive Flache der Halbleiterschaltun-
gen auf dem Halbleiterchip. Insbesondere fiir solche
Halbleiterbauelemente zeichnet sich die vorliegen-
den, erfindungsgemalen Halbleiterbausteine da-
durch aus, dass der resultierende Halbleiterbaustein
mit dem Halbleiterchip nicht wesentlich gréRer aus-
geflhrt sein muss als die aktive Flache der auf dem
Halbleiterchip angeordneten Halbleiterschaltung.
Diese reduzierte Grofie des resultierenden Halblei-
terbausteins ist insbesondere bei Bauelementen fir
mobile Consumer-Produkte ein wesentlicher Vorteil.

[0027] Ferner kdnnen gemaf dem erfindungsgema-
Ren Konzept fur Halbleiterbausteine und deren Her-
stellung ein besserer thermischer Kontakt zwischen
dem Halbleiterbaustein und der Applikation (Schal-
tungsplatine) und dadurch eine verbesserte Zuver-
I&ssigkeit einer resultierenden Schaltungsanordnung
oder Schaltungsmoduls erhalten werden.

[0028] Im Gegensatz dazu bietet das erfindungsge-
male Konzept dagegen den Vorteil, dass die erfin-
dungsgemalien Halbleiterbausteine die bei den Ge-
hauseformen gemal dem Stand der Technik unge-
nutzten Seitenflachen fur einen thermischen
und/oder elektrischen Kontakt nutzen kénnen. Ferner
sollte offensichtlich sein, dass die im Wesentlichen
ebenen Kontaktflachen der erfindungsgemafRen
Halbleiterbausteine auch erheblich zuverlassiger ge-
genuber thermischen und/oder elektrischen Zyklen-
tests sind.

[0029] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemafien
Halbleiterbausteine und deren Herstellungsverfahren
besteht darin, dass bei den erfindungsgemafRien
Halbleiterbausteinen der Halbleiterbaustein, an des-
sen Seitenflachen die Kontaktbereiche nach aul3en
angeordnet sind, so in die vorbereiteten Lotstellen,
beispielsweise auf einer Schaltungsplatine, gesetzt
werden kdnnen, dass das Loétmittel sich an den Sei-
tenflachen des Halbleiterbausteins ,hochziehen”
kénnen. Damit befinden sich gemaf der vorliegen-
den Erfindung die elektrischen und/oder thermischen
Kontakte einsehbar an den Seitenflachen der erfin-
dungsgemalien Halbleiterbausteine und kénnen so-
mit nach dem Einbau in die Applikation einem opti-
schen Endtest zur Untersuchung der Kontaktstellen
unterzogen werden.
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[0030] Ein weiterer bedeutender Vorteil des erfin-
dungsgemalien Konzepts zur Herstellung von neuar-
tigen Halbleiterbausteinen besteht darin, dass dieses
Herstellungsverfahren auf Waferebene als so ge-
nannter Ganzscheibenprozess durchgefihrt werden
kann, d. h. die Realisierung der erfindungsgemafen
Halbleiterbausteine kann im Wesentlichen vollstan-
dig wahrend der Halbleiterwaferbearbeitungsschritte
durchgefuhrt werden, d. h. es sind keine Einzelchip-
prozesse zur Unterbringung in einem Gehause wie
im Stand der Technik erforderlich. Geht man derzeit
beispielsweise von etwa 100.000 bis 200.000 Halb-
leiterchips pro Halbleiterwafer (z.B. bei einem
6-Zoll-Halbleiterwafer) aus, ergeben sich offensichtli-
cher Weise aullerst umfangreiche Vereinfachungen
bei der Herstellung der erfindungsgemafien Halblei-
terbausteine, da gemaR der vorliegenden Erfindung
die im Wesentlichen fertig gestellten einzelnen Halb-
leiterbausteine bereits nach dem Vereinzeln des
Halbleiterwafers vorliegen.

Ausfihrungsbeispiel

[0031] Bevorzugte Ausflihrungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beiliegenden Zeichnungen naher er-
lautert. Es zeigen:

[0032] Fig. 1a-b eine beispielhafte Ausflihrungs-
form eines erfindungsgemaflen CSP-Halbleiterbau-
steins (Einzeltransistor) gemaf einem ersten Ausflh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0033] Eig.2 eine Halbleiterschaltungsanordnung
aus einer Schaltungsplatine mit Kontaktanschlussfla-
chen und einem mit der Schaltungsplatine elektrisch
und/oder thermisch verbundenem Halbleiterbaustein
gemal der vorliegenden Erfindung.

[0034] Fig. 3a—e weitere mogliche Ausfiihrungsfor-
men des erfindungsgemaRen CSP-Halbleiterbau-
steins mit zwei externen Kontaktanschlussbereichen;

[0035] Fig. 4a-b weitere mdgliche Ausfuhrungsfor-
men des erfindungsgemaRen CSP-Halbleiterbau-
steins mit drei externen Kontaktanschlussflachen;

[0036] Fig. 5a-b weitere mogliche Ausfiihrungsfor-
men des erfindungsgemaRen CSP-Halbleiterbau-
steins mit vier externen Kontaktanschlussflachen;
und

[0037] Fig. 6a—g bevorzugte Verfahrensschritte des
erfindungsgemafen Herstellungsverfahrens zur Her-
stellung eines CSP-Halbleiterbausteins; und

[0038] Fig. 7a—e optionale zusatzliche Verfahrens-
schritte des erfindungsgemafien Herstellungsverfah-
rens zur Herstellung eines CSP-Halbleiterbausteins.
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[0039] Im Folgenden wird nun Bezug nehmend auf
Fig. 1a-b eine bevorzugte Ausfuhrungsform eines
erfindungsgemaflien CSP-Halbleiterbausteins 100
(CSP = chip size package) beispielhaft fiir einen Ein-
zelbipolartransistor beschrieben, wobei in Fig. 1a
eine 3-dimensionale Komplettdarstellung des erfin-
dungsgemalen CSP-Halbleiterbausteins 100 und in
Fig. 1b eine 3-dimensionale Schnittdarstellung des
erfindungsgemaflien CSP-Halbleiterbausteins 100,
bei der zur Verdeutlichung des Aufbaus ein Quadrant
geodffnet ist, gezeigt sind. Im Zusammenhang der vor-
liegenden Erfindung sollte jedoch deutlich werden,
dass das erfindungsgemafie Konzept im Wesentli-
chen auf alle mdglichen Halbleiterchipanordnungen
anwendbar ist, die im Wesentlichen eine beliebige
Anzahl von Kontaktanschlussflachen fur eine externe
Kontaktierung, vorzugsweise mit einer Schaltungs-
platine, aufweisen, wobei zur Verdeutlichung des er-
findungsgemafien Konzepts im Folgenden die erfin-
dungsgemalien Halbleiterbausteine und deren Her-
stellung lediglich beispielhaft anhand eines Einzelbi-
polartransistors mit drei externen Anschlissen dar-
gestellt werden.

[0040] Wie in Eig. 1a-b dargestellt ist, weist der er-
findungsgemafle CSP-Halbleiterbaustein 100 einen
Halbleiterchip 102 mit einer ersten Hauptoberflache
102a, einer zweiten Hauptoberflache 102b und vier
Seitenflachen 102¢, 102d, 102e, 102f, die die beiden
Hauptoberflachen 102a, 102b miteinander verbin-
den, auf. In dem Halbleiterkérper 102 befindet sich
angrenzend an die erste Hauptoberflache 102a ein
aktiver Schaltungsbereich 104 bei dem vorliegenden
Ausfuhrungsbeispiel mit dem Einzelbipolartransistor.
Wie in Fig. 1a-b dargestellt ist, weist der aktive
Schaltungsbereich 104 mit dem Einzelbipolartransis-
tor drei Schaltungskontaktanschliisse 104a, 104b
und 104c als Kollektoranschluss, Emitteranschluss
und Basisanschluss auf. Der in Fig. 1a—b dargestell-
te CSP-Halbleiterbaustein 100 weist ferner drei Me-
tallisierungsbereiche 106a, 106b und 106¢ auf, wo-
bei der erste Metallisierungsbereich 106a dem ersten
Schaltungskontaktanschluss 104a  (Kollektoran-
schluss), der zweite Metallisierungsbereich 106b
dem zweiten Schaltungskontaktanschluss 104b
(Emitteranschluss) und der dritte Metallisierungsbe-
reich 106¢c dem dritten Schaltungskontaktanschluss
104c¢ (Basisanschluss) zugeordnet ist.

[0041] Wie in Fig. 1a—b dargestellt ist, erstreckt sich
der erste Metallisierungsbereich 106a von dem ers-
ten Schaltungskontaktanschluss 104a, d. h. von dem
Kollektoranschluss, auf der ersten Hauptoberflache
102a des Halbleiterchips 102 auf die erste Seitenfla-
che 102c des Halbleiterchipkorpers 102, wobei sich
der zweite Metallisierungsbereich 106b von dem
zweiten Schaltungskontaktanschluss 104b (Emitter-
anschluss) auf der ersten Hauptoberflache 102a des
Halbleiterkdrpers 102 auf die Seitenflachen 102d und
102f des Halbleiterkérpers 102 erstreckt. Der dritte
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Metallisierungsbereich 106¢ erstreckt sich von dem
dritten Schaltungskontaktanschluss 104c¢ (Basisan-
schluss) auf der ersten Hauptoberflache 102a des
Halbleiterkdrpers 102 auf die Seitenflachen 102d und
102e des Halbleiterkdrpers 102. Somit bilden diese
Metallisierungsbereiche 106a—-c angrenzend an die
Seitenflachen 102c—f des Halbleiterkdrpers 102 ei-
nen ersten, zweiten und dritten frei liegenden Kontak-
tierungsbereich 108a, 108b und 108c des CSP-Halb-
leiterbausteins gemaf der vorliegenden Erfindung.

[0042] Wie nun in Fig. 1a-b ferner dargestellt ist, ist
eine Isolationsschicht 110 zumindest zwischen den
Metallisierungsbereichen 106a, 106b, 106¢ und dem
Halbleiterkérper 102 angeordnet, wobei die Isolati-
onsschicht 110 jeweils zumindest eine Durchgangs-
offnung zum elektrischen Verbinden des ersten
Schaltungskontaktanschlusses 104a mit dem Metal-
lisierungsbereich 106a, des zweiten Schaltungskon-
taktanschlusses 104b mit dem zweiten Metallisie-
rungsbereich 106b und des dritten Schaltungskon-
taktanschlusses 104c mit dem dritten Metallisie-
rungsbereich 106c aufweist. Wie in Fig. 1a-b bei-
spielhaft dargestellt ist, kann die Isolationsschicht
110 beispielsweise die erste Hauptoberflache 102a
und die Seitenflachen 102c—f des Halbleiterbausteins
100 im wesentlichen vollstandig bedecken. Optional
kann eine weitere Isolationsschicht bzw.

[0043] Schutzschicht 112 vorgesehen sein, die bei-
spielsweise uber der Isolationsschicht 110 auf der
ersten Hauptoberfliche 102a des Halbleiterbau-
steins 100 zwischen den Metallisierungsbereichen
106a-c angeordnet ist und mit den Metallisierungsbe-
reichen 106a-c beispielsweise blindig abschlie3t, wie
dies in Fig. 1a-b gezeigt ist.

[0044] Bezuglich des in Fig. 1a-b dargestellten Auf-
baus eines erfindungsgemafien CSP-Halbleiterbau-
steins fur einen Einzelbipolartransistor sollte beach-
tet werden, dass das erfindungsgemale Prinzip fir
einen CSP-Baustein auch auf beliebig andere Halb-
leiterbauelemente mit im Wesentlichen einer beliebi-
gen Anzahl von Schaltungskontaktanschlissen an-
gewendet werden kann, wie dies im Nachfolgenden
noch deutlich dargestellt wird.

[0045] Wie bei dem in Fig. 1a-b dargestellten erfin-
dungsgemalien CSP-Halbleiterbaustein dargestellt
ist, erstrecken sich die Metallisierungsbereiche
106a-c von der ersten Hauptoberflache 102a des
Halbleiterchipkdrpers 102 Uber jeweils zwei Seiten-
flachen 102d und 102f bzw. 102d und 102e im We-
sentlichen vollstandig bis zu der zweiten Hauptober-
flache 102b des Halbleiterchipkdrpers 102. Bezug-
lich der vorliegenden Erfindung sollte aber offensicht-
lich sein, dass sich die jeweiligen Metallisierungsbe-
reiche 106a, 106b und 106c¢ jedoch auch nur teilwei-
se uber die jeweiligen Seitenflachen 102¢c—f zu der
zweiten Hauptoberflache 102b erstrecken koénnen,
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wobei ein Abstand d der Metallisierungsbereiche
106a—c auf den Seitenflachen 102c—f des Halbleiter-
chipkérpers 102 zu der zweiten Hauptoberflache
102b desselben einstellbar ist. Ferner kénnen die
Metallisierungsflachen 106a, 106b und 106¢ auch so
ausgefuhrt sein, dass sich dieselben auf lediglich
eine Seitenflache oder auch mehrere angrenzende
Seitenflachen 102¢c—102f des Halbleiterchipkérpers
102 erstrecken. Ferner kénnen sich die Metallisie-
rungsbereiche 106a, 106b und/oder 106c auch noch
auf die zweite Hauptoberflache 102b des Halbleiter-
chipkorpers erstrecken, wobei auch in diesen Fallen
immer eine Isolationsschicht (z.B. ein Dielektrikum)
110 zwischen den Metallisierungsbereichen und dem
Halbleitermaterial des Halbleiterchipkdrpers 102 an-
geordnet ist.

[0046] Die im vorhergehenden dargestellten unter-
schiedlichen Ausfihrungsformen der Metallisie-
rungsbereiche 106a—c kénnen sich dabei jeweils auf
nur einen der Metallisierungsbereiche 106a-c, auf
mehrere oder alle derselben beziehen, so dass bei-
spielsweise auch jeder Metallisierungsbereich
106a—c eine unterschiedliche Form aufweisen kann,
wobei lediglich zu beachten ist, dass, wenn eine
Mehrzahl von Metallisierungsbereichen verwendet
wird, sich diese auf zumindest eine Seitenflache des
Halbleiterchipkorpers 102 erstrecken und dort einen
frei liegenden Kontaktierungsbereich bereitstellen.

[0047] Die einzelnen  Metallisierungsbereiche
106a—c kdnnen also bezlgliche ihrer letztendlichen
spezifischen Ausfiihrungsform beliebige Kombinatio-
nen der oben angegebenen, moglichen Ausfih-
rungsformen annehmen.

[0048] Bezlglich dem in Fig. 1a-b dargestellten er-
findungsgemaflen CSP-Halbleiterbaustein sollte fer-
ner beachtet werden, dass sich beispielsweise die
Isolationsschicht 110 durchgehend von der ersten
Hauptoberflache 102a des Halbleiterchipkdrpers 102
auf zumindest eine der Seitenflachen 102c—f des
Halbleiterchipkorpers 102 erstreckt, um den zumin-
dest einen Metallisierungsbereich 106a—c von dem
Halbleitermaterial des Halbleiterchipkdrpers 102
elektrisch zu trennen. Es sollte ferner beachtet wer-
den, dass die in Fig. 1a-b dargestellte Isolations-
schicht 110 eine Mehrzahl von einzelnen Isolations-
schichten aufweisen kann, um einen so genannten
Isolationsschichtstapel zu bilden. Die jeweilige Dicke
der Isolationsschicht 110 bzw. des Isolationsschicht-
stapels ist nun so ausgelegt, um bei Betrieb des
Halbleiterbausteins abhangig von den an den exter-
nen, frei liegenden Kontaktierungsbereichen 108a—c
auftretenden Spannungs- bzw. Strombeauschlagun-
gen eine ausreichende elektrische Durchschlagsfes-
tigkeit zwischen den Metallisierungsbereichen
106a—c und dem darunter angeordneten Halbleiter-
material des Halbleiterchipkdrpers 102 bereitzustel-
len.
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[0049] Ein mdgliche Realisierung der Isolations-
schicht 110 bzw. des Isolationsschichtstapels konnte
nun gemaf der vorliegenden Erfindung darin beste-
hen, eine Schicht aus einem Nitridmaterial (z.B.
Si3N4) mit einer Dicke in einem Bereich von etwa
300nm bis 1000nm und vorzugsweise in einem Be-
reich um etwa 600nm vorzusehen. Alternativ kann
auch ein Schichtstapel aus einem Oxidmaterial mit
einer Dicke in einem Bereich von 300nm bis 1000nm
und vorzugsweise in einem Bereich um etwa 550nm
und aus einem Nitridmaterial (z.B. Si3N4) mit einer
Dicke in einem Bereich von 150nm bis 450nm und
vorzugsweise in einem Bereich um etwa 300nm vor-
gesehen werden.

[0050] Optional kann zuséatzlich auf die Isolations-
schicht 110 bzw. den Isolationsschichtstapel eine
Schicht aus einem 5um bis 15um und vorzugsweise
10pm dicken Imid-Material oder eine Schicht aus ei-
nem 1ym bis 15um und vorzugsweise 5um dicken
BCB-Material (Benzocyclobutene) vorgesehen wer-
den.

[0051] Ferner sollte beachtet werden, dass auch die
Metallisierungsbereiche 106a-106¢ aus einer Mehr-
zahl von leitenden Schichten bestehen kénnen, um
einen Leitungsschichtstapel bestehen kénnen, um ei-
nen moglichst geringen Kontaktwiderstand fur eine
externe Kontaktierung des erfindungsgemafRen
CSP-Halbleiterbausteins 100 zu ermoglichen.

[0052] Eine mdgliche Realisierung eines Schicht-
stapel fir die Metallisierungsbereiche 106a-106c¢
kénnte nun erfindungsgemaf darin bestehen, eine
Schicht aus einem 0,1um bis 3um und vorzugsweise
0,5um dicken Al-Material (Al = Aluminium) als ,Seed
layer" (metallische Keimschicht) und eine Schicht
aus einem 10pm bis 50pm und vorzugsweise 20um
dicken Ni-Material (Ni = Nickel) mit einer vorzugswei-
se wenige Atomlagen dicken Au-Auflage oder Kappe
(Au = Gold), die auf dem Ni-Material aufgebracht ist,
vorzusehen.

[0053] In Eig. 1a-b ist ferner dargestellt, dass der
erfindungsgemale CSP-Halbleiterbaustein einen
Halbleiterkdérper 102 aus einem durchgehenden
Halbleitermaterial aufweist, wobei bezliglich der vor-
liegenden Erfindung naturlich offensichtlich werden
sollte, dass auch verschiedene Halbleiter-
schichtstrukturen fir den Halbleiterkérper 102 und
insbesondere flr die in dem aktiven Schaltungsbe-
reich 104 angeordneten aktiven und/oder passiven
Einzelhalbleiterbauelemente in Betracht kommen,
wobei der Schaltungsbereich 104 in dem Halbleiter-
chipkérper 102 im einfachsten Fall ein aktives oder
passives Einzelhalbleiterbauelement ist, aber auch
eine integrierte Schaltung mit einer Mehrzahl von ak-
tiven und/oder passiven Halbleiterbauelementen auf-
weisen kann.
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[0054] In Fig. 2 ist nun beispielhaft dargestellt, wie
der beispielhaft in Fig. 1a-b dargestellte, erfindungs-
gemalRe CSP-Halbleiterbaustein eine Halbleiter-
schaltungsanordnung 200 bildet, wobei als Halblei-
terschaltungsanordnung eine Anordnung bezeichnet
wird, bei der der CSP-Halbleiterbaustein 100 auf ei-
ner Schaltungsplatine 202 mit Kontaktanschlussfla-
chen 204a-c angeordnet ist, wobei die frei liegenden
Metallisierungsbereiche 108a-c an den Seitenfla-
chen des Halbleiterbausteins 100 mittels elektrischer
Verbindungsmittel und vorzugsweise Loétmittel 206
mit den Kontaktanschlussflachen 202a-c der Schal-
tungsplatine 200 verbunden sind. Bezuglich der in
Fig. 2 dargestellten Schaltungsanordnung sollte fer-
ner beachtet werden, dass der erfindungsgemalie
CSP-Halbleiterbaustein 100 beispielsweise bezlg-
lich der ersten Hauptoberflache 102a des Halbleiter-
korpers 102 auf der Schaltungsplatine 200 mdglichst
eben aufliegt.

[0055] Vorzugsweise ist die erste Hauptoberflache
102a des Halbleiterkérpers 102 des CSP-Halbleiter-
bausteins 100 der Applikation, d.h. der Schaltungs-
platine 202, zugewandt. Dann benetzt das Lot bzw.
Loétmittel 206, das in der Applikation aufgebracht ist,
nicht nur die freiliegenden Kontaktflichen bzw. Me-
tallisierungsbereiche 108a—c an den Seitenflachen
des Halbleiterbausteins 100, sondern auch die Metal-
lisierungsbereiche auf der ersten Hauptoberflache
102a des Halbleiterbausteins 100. Es sollte aber be-
achtet werden, dass fir den Fall, wenn sich die Me-
tallisierungsbereiche 108a—c auch bis zu der zweiten
Hauptoberflache 102b bzw. auf die zweite Haupto-
berflache 102b des Halbleiterbausteins 102 erstre-
cken, die zweite Hauptoberflaiche 102b des Halblei-
terkérpers 102 des CSP-Halbleiterbausteins 100 der
Applikation, d.h. der Schaltungsplatine 202, zuge-
wandt sein kann und die frei liegenden Metallisie-
rungsbereiche 108a-c an den Seitenflaichen des
Halbleiterbausteins 100 mittels elektrischer Verbin-
dungsmittel 206 mit den Kontaktanschlussflachen
202a-c der Schaltungsplatine 200 verbunden wer-
den kénnen.

[0056] Bezuglich der in Fig. 2 dargestellten Halblei-
terschaltungsanordnung 200, sollte beachtet werden,
dass bei der Herstellung des erfindungsgemafen
CSP-Halbleiterbausteins 100 (wie dies nachfolgend
noch erlautert wird) nach dem Dunnen der Halbleiter-
scheibe (des Wafers), die Chipriickseite, d.h. die
zweite Hauptoberflache 102b des CSP-Halbleiter-
bausteins 100 vorzugsweise noch passiviert werden
kann, um zuverlassig zu vermeiden, dass keine elek-
trischen Kurzschlisse zwischen den Kontakten auf
der Applikationsschaltung und dem Substratmaterial
102 des CSP-Halbleiterbausteins 100 auftreten kdn-
nen.

[0057] Die nachfolgenden Fig. 3a—e, Fig. 4a-b und
Eig. 5a-b sind exemplarisch fur CSP-Halbleiterbau-
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steine mit zwei, drei oder vier Kontaktanschlussberei-
chen, wobei anhand dieser Figuren lediglich die Aus-
gestaltung bzw. Form der frei liegenden Kontaktie-
rungsbereiche des erfindungsgemafien CSP-Halblei-
terbausteins erlautert werden sollen. GemaR der vor-
liegenden Erfindung ist dabei zu beachten, dass die-
se frei liegenden Kontaktierungsbereiche immer zu-
mindest eine Seitenflache des Halbleiterbausteins
zumindest teilweise belegen.

[0058] Im Folgenden werden nun Bezug nehmend
auf Fig. 3a—e bevorzugte Ausfiihrungsformen des er-
findungsgemafien CSP-Halbleiterbausteins mit zwei
frei liegenden Kontaktierungsbereichen 108a, 108b
des erfindungsgemalen CSP-Halbleiterbausteins
100 beispielhaft erlautert. Diese beispielhaft darge-
stellte Ausfihrungsform des erfindungsgemafRen
CSP-Halbleiterbausteins ist insbesondere fur Halb-
leiterdioden, wie z.B. fiur den jeweiligen Kathoden-
und Anodenanschluss einer Diode, anwendbar. Zur
Vereinfachung der Beschreibung der jeweiligen Aus-
fuhrungen der Metallisierungsbereiche 106a, 106b
bzw. der frei liegenden Kontaktierungsbereiche 108a,
108b ist in den Fig. 3a—e der erfindungsgemalie
CSP-Halbleiterbaustein lediglich schematisch darge-
stellt, d. h. es sind lediglich der Halbleiterchipkorper
102 mit den Seitenflachen 102¢—f und die Metallisie-
rungsbereiche 106a, 106b dargestellt, wobei ansons-
ten die zu dem in Fig. 1a-b dargestellten CSP-Halb-
leiterbaustein getroffenen Angaben auch auf die in
den Fig. 3a—e dargestellten Halbleiterbausteine an-
zuwenden sind. Insbesondere wird weiterhin auf die
in Fig. 1a-b schematisch dargestellte Definition der
Hauptoberflachen 102a-b und Seitenflachen 102¢c—f
verwiesen.

[0059] Beiderin Fig. 3a dargestellten Ausflihrungs-
form erstrecken sich die beiden Metallisierungsberei-
che 106a und 106b von der ersten Hauptoberflache
102a des Halbleiterchipkorpers 102 auf die erste Sei-
tenflache 102¢ bzw. auf die zweite Seitenflache 102b
des Halbleiterchipkorpers 102, wobei die erste bzw.
zweite Seitenflache 102c, 102d lediglich teilweise
durch die Metallisierungsbereiche 106a, 106b be-
deckt sind und sich die Metallisierungsbereiche
106a, 106b nicht vollstandig auf den beiden Seiten-
flachen von der ersten Hauptoberflache 102a zu der
gegenuberliegenden zweiten Hauptoberflache 102b
erstrecken. Bezulglich der in Fig. 3a dargestellten An-
ordnung sollte beachtet werden, dass sich die Metal-
lisierungsbereiche 106a, 106b nicht unbedingt auf
zwei gegenilberliegende Seitenflaichen erstrecken
mussen, sondern auch auf benachbarten Seitenfla-
chen angeordnet sein kdnnen. Dies gilt nattrlich
auch fur die weiteren Fig. 3b—e.

[0060] Eine weitere mogliche Ausfiihrung der Metal-
lisierungsbereiche 106a, 106b ist in Fig. 3b darge-
stellt, wobei sich die Metallisierungsbereiche dort von
der ersten Hauptoberfliche 102 Uber jeweils eine
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Seitenflache zu der gegeniberliegenden zweiten
Hauptoberflache 102b erstrecken.

[0061] Bei der in Fig. 3¢ dargestellten Anordnung
der Metallisierungsbereiche 106a und 106b erstre-
cken sich diese von der ersten Hauptoberflache 102a
auf zwei benachbarte Seitenflachen des Halbleiter-
chipkorpers, jedoch nicht vollstandig bis zu der zwei-
ten Hauptoberflache 102b.

[0062] In der Fig. 3d erstrecken sich die Metallisie-
rungsbereiche 106a, 106b von der ersten Hauptober-
flache 102a Uber jeweils drei Seitenflachen des Halb-
leiterchipkdrpers, jedoch nicht vollstéandig bis zu der
zweiten Hauptoberflache 102b.

[0063] Fig. 3e zeigt eine Anordnung der Metallisie-
rungsbereiche 106a, 106b, bei der sich diese Metal-
lisierungsbereiche von der ersten Hauptoberflache
102a des Halbleiterchipkorpers 102 bis zu der gegen-
Uberliegenden zweiten Hauptoberflache 102b erstre-
cken bzw. sich auf die zweite Hauptoberflache 102b
erstrecken.

[0064] Die in den Eig. 3a—e dargestellten mdglichen
Ausfuhrungsformen der Metallisierungsbereiche des
erfindungsgemafen CSP-Halbleiterbausteins zeigen
eine Auswahl moglicher Ausflihrungsformen fir die
Anordnung der Metallisierungsbereiche, wobei diese
in den Eig. 3a—e dargestellten Ausfihrungsformen
als nicht abschlieRend anzusehen sind. Es sind im
wesentlichen beliebige Ausflihrungsformen denkbar,
bei denen sich ein Metallisierungsbereich von der
ersten Hauptoberflache des Halbleiterchipkdrpers
Uber mindestens eine Halbleiterchipkdrperkante auf
mindestens eine Seitenflache des Halbleiterchipkor-
pers erstreckt. Die durch die Metallisierungsbereiche
definierten frei liegenden Kontaktierungsbereiche
des erfindungsgemaRen CSP-Halbleiterbausteins
befinden sich vorzugsweise an fiir das jeweilige Halb-
leiterbauelement bzw. den jeweiligen Halbleiterbau-
stein fest definierten Positionen, um somit standardi-
sierte CSP-Halbleiterbausteine bereitstellen zu kon-
nen.

[0065] Anhand der Fig. 4a-b werden nun beispiel-
haft verschiedene mogliche Realisierungen fir erfin-
dungsgemalte CSP-Halbleiterbausteine 100 mit drei
Metallisierungsbereichen 106a—c und entsprechend
drei frei liegenden Kontaktierungsbereichen 108a-c
dargestellt (Bauformen fir Trioden), wie z. B.
CSP-Halbleiterbausteine fir Transistoren mit drei
Kontaktanschlissen.

[0066] Wie in Fig. 4a dargestellt ist, erstreckt sich
ein erster Metallisierungsbereich 106a von der ersten
Hauptoberflache 102a auf die erste Seitenflache
102d, wobei sich der zweite Metallisierungsbereich
106b von der ersten Hauptoberflache 102a auf die
dritte Seitenflache 102c und der dritte Metallisie-
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rungsbereich 106c auf die vierte Seitenflache 102f
erstrecken. Auch bei den CSP-Halbleiterbausteinen
100 mit drei Metallisierungsflachen 106a—c ist es na-
turlich moglich, dass sich die einzelnen Metallisie-
rungsflachen 106a—c auch auf zwei oder mehr be-
nachbarte Seitenflachen des Halbleiterchipkorpers
102 erstrecken, wie dies beispielsweise in Fig. 4b
dargestellt ist, wobei es bei den CSP-Halbleiterbau-
steinen 100 mit drei Metallisierungsbereichen 106a—c
gemal der vorliegenden Erfindung natirlich auch
moglich ist, dass sich diese zusatzlich auch noch auf
die gegenuberliegende, zweite Hauptoberflache
102b erstrecken und die frei liegenden Kontaktie-
rungsbereiche 108a-c bilden.

[0067] Bei allen Ausfihrungsbeispielen der vorlie-
genden Erfindung ist es bezlglich der Anordnung der
Metallisierungsbereiche auf den Oberflachen des
Halbleiterbausteins lediglich wichtig, dass die Metal-
lisierungsbereiche 106a—c untereinander keinen un-
erwlnschten elektrischen Kurzschluss hervorrufen,
wobei dies naturlich auch zutreffen soll, wenn die frei-
liegenden Kontaktierungsbereiche 108a-c mittels
Loétmittel mit den Applikationen verbunden sind.

[0068] Die im vorhergehenden getroffenen Ausfih-
rungen beziglich der Metallisierungsbereiche lassen
sich naturlich auch noch auf CSP-Halbleiterbaustei-
ne 100 mit vier oder mehr Metallisierungsbereichen
anwenden, wobei die Fig. 5a-b Bauformen fiir die er-
findungsgemaRen CSP-Halbleiterbausteine 100 fir
Tetroden (CSP-Halbleiterbausteine mit vier Kontak-
tierungsbereichen) anwenden lassen.

[0069] Wie in Fig. 5a dargestellt ist, weist der erfin-
dungsgemalie CSP-Halbleiterbaustein 100 vier Me-
tallisierungsbereiche 106a—-d und entsprechend vier
freiliegende Metallisierungskontakte 108a—d auf, wo-
bei sich die vier Metallisierungsbereiche 106a—d von
der ersten Hauptoberflache 102a des Halbleiterchip-
koérpers 102 auf jeweils eine Seitenflache 102¢c—f des
Halbleiterchipkorpers 102 erstrecken.

[0070] In Fig.5b ist eine Anordnung eines erfin-
dungsgemalien CSP-Halbleiterbausteins 100 darge-
stellt, bei der sich jeder Metallisierungsbereich
106a—d von der ersten Hauptoberflache 102a des
Halbleiterchipkérpers 102 auf zwei benachbarte Sei-
tenflachen erstreckt, wobei die Metallisierungsberei-
che 106a-d symmetrisch beziglich der Eckkanten
(die die Seiteflachen 102c—f miteinander verbinden)
des Halbleiterchipkorpers 102 angeordnet sind.

[0071] Bezlglich der in den Fig. 5a-b dargestellten
CSP-Halbleiterbausteine sollte ferner beachtet wer-
den, dass diese Darstellungen nur beispielhaft ge-
wahlt sind, wobei sich auch bei den dort gezeigten
Darstellungen die Metallisierungsbereiche 106a-d
nur teilweise Uber die Seitenflachen, vollstandig bis
zu der zweiten Hauptoberflache 102b und/oder bis
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auf die zweite Hauptoberflache 102b erstrecken kon-
nen, und sich ferner beispielsweise auch uber zwei
oder drei benachbarte Seitenflachen des Halbleiter-
chipkorpers 102 erstrecken kdnnen, um die vier frei-
liegenden Kontaktierungsbereiche 108a—d zu bilden.

[0072] Bezlglich derim vorhergehenden dargestell-
ten Ausfihrungsformen der erfindungsgemafien
CSP-Halbleiterbausteine 100 kann zusammenfas-
send festgestellt werden, dass sich mindestens ein
Metallisierungsbereich von der ersten Hauptoberfla-
che 102a des Halbleiterchipkdrpers 102 uber min-
destens eine Hauptkante des Halbleiterchipkorpers
102 auf mindestens eine Seitenflache des Halbleiter-
chipkorpers 102 erstreckt, um auf der Seitenflache
des Halbleiterchipkérpers zumindest einen frei lie-
genden Kontaktierungsbereich bereitzustellen. Vor-
zugsweise sind die Kontakte an fir das jeweilige
Halbleiterbauelement bzw. den jeweiligen CSP-Halb-
leiterbaustein fest definierten Positionen angeordnet,
um somit standardisierte CSP-Halbleiterbausteine zu
erhalten.

[0073] Bei den CSP-Halbleiterbausteinen mit zwei
Metallisierungsbereichen 106a-b, beispielsweise fir
eine Halbleiterdiode, sind diese beispielsweise an
zwei gegenulberliegenden Seitenflachen und vor-
zugsweise an den kleineren Seitenflachen des Halb-
leiterchipkoérpers angeordnet (vergleiche Fig. 3a—e).
Dabei kénnen auch benachbarte Seitenflachen oder
die Ruckseite des Halbleiterchipkorpers belegt sein,
ohne dass dadurch Kurzschlisse zwischen den frei
liegenden Kontaktierungsbereichen auftreten wer-
den.

[0074] Fur den CSP-Halbleiterbaustein mit drei Me-
tallisierungsbereichen 106a—c (Triode) befinden sich
diese Metallisierungsbereiche bis auf einer Seitenfla-
che auf allen Seitenflichen des Halbleiterchipkor-
pers, wobei auch hier benachbarte Seitenflachen
oder die Ruckseite des Halbleiterchipkdrpers durch
Metallisierungsbereiche belegt sein kénnen, ohne
dass Kurzschliusse zwischen den Metallisierungsbe-
reichen bzw. den frei liegenden Kontaktierungsberei-
chen auftreten.

[0075] Fur den CSP-Halbleiterbaustein mit vier Me-
tallisierungsbereichen bzw. vier frei liegenden Kon-
taktierungsbereichen 106a-d (Tetroden) befinden
sich die frei liegenden Kontaktierungsbereiche
108a-d vorzugsweise an den vier Seitenflachen (sie-
he Fig. 5a), oder an den vier Seitenkanten des Halb-
leiterchipkdrpers (siehe Fig. 5b).

[0076] Der Halbleiterchipkdrper weist beispielswei-
se eine Form auf, die einem Quader nahe kommt und
ein Seitenverhaltnis der Vorderseite mit dem aktiven
Gebiet von 2:1 aufweist, wobei deutlich werden soll-
te, dass die erfindungsgemalfen CSP-Halbleiterbau-
steine im Wesentlichen beliebige rdumliche Formen
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aufweisen kdnnen, wobei sich die bevorzugten Aus-
fuhrungen und Ausgestaltungen der Halbleiterchip-
kérper 102 an modglichst einfachen Herstellungs-
schritten auf Waferebene ausrichten, wie dies im
Nachfolgenden noch detailliert erlautert wird.

[0077] Im Folgenden wird nun Bezug nehmend auf
Fig. 6a—g ein bevorzugtes Verfahren bzw. eine be-
vorzugte Vorgehensweise zum Herstellen des Halb-
leiterbausteins 100 mit einem an einer Seitenflache
des Halbleiterbausteins angeordneten frei liegenden
Metallisierungsbereich beschrieben.

[0078] Bezuglich der nachfolgenden Beschreibung
des erfindungsgemalen Herstellungsverfahrens des
Halbleiterbausteins 100 wird darauf hingewiesen,
dass in den das Herstellungsverfahren beschreiben-
den Fig. 6a—g gleiche Elemente wieder die gleichen
Bezugszeichen wie in den vorhergehenden Figuren
aufweisen, wobei auf eine erneute detaillierte Erlau-
terung dieser Elemente und deren Funktionsweise
verzichtet wird.

[0079] Wie in Fig. 6a dargestellt ist, wird zunachst
ein Halbleiterwafer 300 mit einer ersten Hauptober-
flache 300a und einer zweiten Hauptoberflache 300b
bereitgestellt, wobei angrenzend an die erste
Hauptoberflache 300a des Halbleiterwafers 300 eine
Mehrzahl von (aktiven und/oder passiven) Schal-
tungsbereichen 104 angeordnet sind. Zur Vereinfa-
chung der Erlauterung des erfindungsgeméafen Her-
stellungsverfahrens des Halbleiterbausteins 100 sind
bezuglich des in Eig. 6a dargestellten Halbleiterwa-
fers nur zwei Schaltungsbereiche 104 dargestellt,
wobei beziglich der vorliegenden Erfindung jedoch
deutlich werden sollte, dass auf einem derzeit tech-
nisch realisierbaren Halbleiterwafer in der GréRen-
ordnung von bis zu 10° aktiven und/oder passiven
Schaltungsbereichen 104 angeordnet sein kénnen.

[0080] Wie in Fig. 6a ferner dargestellt ist, weist je-
der Schaltungsbereich 104 zumindest einen Schal-
tungskontaktanschluss 104a an der ersten Haupto-
berflache 300a des Halbleiterwafers 300 auf.

[0081] Somit dient der Halbleiterwafer 300 als Aus-
gangspunkt des erfindungsgemalfen Herstellungs-
verfahrens des Halbleiterbausteins 100, der mittels
Standardvorderseitenbearbeitungsprozessen erhal-
ten wurde, wobei im vorliegenden Fall beispielsweise
noch keine Passivierung der ersten Hauptoberflache
300a des Halbleiterwafers 300 durchgefihrt wurde.

[0082] Wie nun in Fig. 6b dargestellt ist, wird dar-
aufhin benachbart zu dem jeweiligen Schaltungsbe-
reich 104 ein Graben 302 in der Hauptoberflache
300a des Halbleiterwafers 300 benachbart zu den
Schaltungsbereichen 104 erzeugt. Die Graben 302
werden Ublicherweise zwischen den einzelnen Halb-
leiterchipkdrpern 102 der herzustellenden Halbleiter-
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bausteine 100 gebildet. Wie nachfolgend noch erlau-
tert wird, werden durch die Graben 302 die Seitenfla-
chen des Halbleiterchipkorpers 102 der herzustellen-
den Halbleiterbausteine 100 erzeugt. Die Graben
302 in der ersten Hauptoberflache 300a des Halblei-
terwafers 300 werden vorzugsweise durch herkdmm-
liche Sageverfahren des Halbleiterwafers 300 oder
durch Laserséagen oder durch eine anisotrope Atzung
oder durch beliebige andere geeignete Verfahren zur
Herstellung der Graben 302 erzeugt. Die Tiefe der
Graben ist dabei vorzugsweise an die Dicke des zu
erhaltenden Halbleiterchipkdrpers 102 des Halblei-
terbausteins 100 angepasst, wobei beispielsweise
bei Ublichen Einzelhalbleiterbausteinen eine Tiefe
der Graben 302 in einem Bereich von 100 bis 600 ym
und vorzugsweise von 200 bis 400 pm bevorzugt
wird. Die Tiefe der Graben 302 kann beispielsweise
von der Tiefe des aktiven Bereichs 104, wie z. B. der
Einzelhalbleiterbausteine, der komplexen integrier-
ten Schaltungen usw., in dem Halbleiterkérper 102
abhangen und ferner der resultierenden Hohe der er-
zeugten Halbleiterbausteine 100 entsprechen.

[0083] Falls ein anisotropes Atzverfahren zur Her-
stellung der Graben 302 in der Hauptoberflache 300a
des Halbleiterwafers 300 verwendet wird, kann optio-
nal eine so genannte Uberatzung der Graben 302
vorgenommen werden, um eine Abrundung der Kan-
ten der Graben 302 zu erreichen, wie dies in Eig. 6¢
angedeutet ist. Dies kann beispielsweise bei den
nachfolgend noch erlduterten weiteren Bearbeitungs-
schritten eine Vereinfachung darstellen bzw. dadurch
kann der weitere Aufbau des erfindungsgemafien
Halbleiterbausteins haufig zuverlassiger vorgenom-
men werden.

[0084] Der Schritt des Atzens oder der optionale
Schritt des Uberétzens der Gréaben 302 kann bei-
spielsweise mit abgedeckten aktiven Gebieten 104
zu deren Schutz durchgefiihrt werden. Die Abrun-
dung der Kanten der Graben 302 ermoglicht bei-
spielsweise ein vereinfachtes Aufbringen von ver-
schiedenen Materialstrukturen auf bzw. in die Gra-
ben. Wie nachfolgend noch erlautert wird, kdnnen die
Graben 302 nachfolgend noch als so genannte Sage-
stralden zum Vereinzeln der einzelnen Halbleiterbau-
steine 100 dienen.

[0085] Bei dem in Fig. 6d dargestellten weiteren
Verfahrensschritt wird nun eine (vorzugsweise durch-
gehende bzw. zusammenhangende) Isolations-
schicht auf dem Schaltungsbereich und zumindest
teilweise in den Graben 302 erzeugt, wobei die
Schaltungskontaktbereiche 104a zumindest teilweise
frei gelassen sind. Bei diesem Verfahrensschritt wird
also eine Seitenflachenpassivierung mit Standard-
verfahren wie Oxidation oder Abscheidung von pas-
sivierenden Schichten durchgefihrt.

[0086] Gemall dem erfindungsgemaflen Herstel-
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lungsverfahren von Halbleiterbausteinen kénnen bei-
spielsweise folgende Vorgehensweisen zur Passivie-
rung von integrierten Schaltungen angewendet wer-
den. Um integrierte Schaltungen beispielsweise ge-
gen Korrosion, mechanische Beschadigungen und
aullere Umgebungseinflisse zu schitzen, wird nach
der Strukturierung der ersten Hauptoberflache 300a
des Halbleiterwafers 300 die Passivierungsschicht
110 auf die zu schitzenden Bereiche aufgebracht,
wobei die Passivierungsschicht 110 Ublicherweise le-
diglich an denjenigen Stellen gedffnet wird, an denen
die Anschlussdrahte bzw. Kontaktierungen zu den
Schaltungskontaktanschlissen der aktiven Schal-
tungsbereiche (Pads) angebracht werden. Die Passi-
vierungsschicht 110 kann beispielsweise aus einer
Doppelschicht aus Plasmaoxid und Plasmanitrid be-
stehen, die jeweils eine Dicke von beispielsweise 0,2
bis 2,0 ym und vorzugsweise 0,5 bis 1 um aufweisen
kénnen.

[0087] Die Dicke der Isolations-/Passivierungs-
schicht 110 bzw. des Isolations-/Passivierungs-
schichtstapels 110 sollte abhangig von den Abmes-
sungen bzw. der Struktur der zu Uberdeckenden
Oberflache eine ausreichende Schichtdicke aufwei-
sen, um ausgeldst durch mechanische Spannungs-
unterschiede in den Schichten, durch ungenigende
Schichthaftung oder durch Spannungen in dem Halb-
leitermaterial Risse in der Passivierungsschicht zu
vermeiden. Ferner ist die Dicke der Passivierungs-
schicht 110 bzw. des Passivierungsschichtstapels so
zu wahlen, dass diese eine ausreichende elektrische
Durchschlagfestigkeit bzw. Durchschlagsicherheit
zwischen der Metallisierungsschicht 106 und dem
Halbleitermaterial der Halbleiterchipkorpers 102 er-
halten, wie dies im Nachfolgenden noch deutlich er-
[&utert wird.

[0088] Mdgliche Realisierung der Isolationsschicht
110 bzw. des Isolationsschichtstapels bestehen ge-
mal der vorliegenden Erfindung nun darin, wie dies
bereits im Vorhergehenden beziglich Eig. 1a-b er-
lautert wurde, eine Schicht aus einem Nitridmaterial
(z.B. Si3N4) mit einer Dicke in einem Bereich um
etwa 600nm vorzusehen. Alternativ kann auch ein
Schichtstapel aus einem Oxidmaterial mit einer Dicke
in einem Bereich um etwa 550nm und aus einem Ni-
tridmaterial (z.B. Si3N4) mit einer Dicke in einem Be-
reich um etwa 300nm vorgesehen werden. Optional
kann zusatzlich auf die Isolationsschicht 110 bzw.
den Isolationsschichtstapel eine Schicht aus einem
etwa 10um dicken Imid-Material oder eine Schicht
aus einem etwa 5um dicken BCB-Material (Benzocy-
clobutene) vorgesehen werden.

[0089] Wie in Fig. 6e gezeigt ist, werden nun auf die
Isolations- bzw. Passivierungsschicht Metallisie-
rungsbereiche 106 auf der Isolationsschicht 110 und
dem Schaltungskontaktbereich 104a aufgebracht, so
dass die Metallisierungsbereiche 106 mit den Schal-
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tungskontaktanschlissen 104a verbunden sind und
sich die Metallisierungsbereiche 106 von den Schal-
tungskontaktanschlissen 104a der Schaltungsberei-
che 104 zumindest teilweise in die angrenzenden
Graben 302 erstrecken. Wie in Fig. 6e dargestellt ist,
kénnen die Graben 302 durch die Metallisierungsbe-
reiche 106 teilweise bedeckt oder vollstandig bedeckt
sein. Die Metallisierungsbereiche 106 kdnnen mittels
Ublicher Bearbeitungsschritte strukturiert werden, da-
mit dieselben die gewinschte Form bzw. Ausdeh-
nung auf der Isolationsschicht 110 zu erhalten.

[0090] Gemal der vorliegenden Erfindung wird bei-
spielsweise (optional) zur Erzeugung der Metallisie-
rungsbereiche 106 eine so genannte metallische
Keimschicht (seed layer) auf der Isolationsschicht
110 aufgebracht, wobei diese Keimschicht Aus-
gangspunkt fir einen optionalen, nachfolgend durch-
zufihrenden Galvanikvorgang darstellt. Beispiels-
weise werden die Keimschicht bzw. die Keimschicht-
bereiche auf der ersten Hauptoberfliche 300a des
Halbleiterchips 300 und an den Seitenflachen der
Graben 302 entsprechend der spater zu erhaltenden
Metallisierungsbereiche 106 mittels Ublicher Bearbei-
tungsschritte strukturiert. Mittels eines nachfolgend
durchgefiihrten Metallgalvanikvorgangs wird vor-
zugsweise eine Kupferschicht oder eine Aluminium-
schicht auf der strukturierten Keimschicht bzw. den
strukturierten Keimschichtbereichen aufgebracht.

[0091] Eine mdgliche Realisierung eines Schicht-
stapel fir die Metallisierungsbereiche 106 besteht
nun erfindungsgemaf darin, eine Schicht aus einem
vorzugsweise 0,5um dicken Al-Material als Keim-
schicht und eine Schicht aus einem vorzugsweise
20pum dicken Ni-Material (Ni = Nickel) mit einer vor-
zugsweise wenige Atomlagen dicken Au-Kappe (Au
= Gold) vorzusehen. Die Metallisierungsbereiche 106
kdnnen aber auch andere Metallmaterialien, wie bei-
spielsweise Kupfer (Cu), Titan (Ti), Wolfram (W), Zinn
(Sn), Silber (Ag) usw., aufweisen.

[0092] Die Metallisierungsbereiche 106 werden be-
zuglich Ausdehnung und Oberflachenbeschaffenheit
erfindungsgemafl nun so gewahlt, dass sie fir die
spatere Weiterverarbeitung in der Applikation bei-
spielsweise als standardisierte Kantaktanschlussbe-
reiche tauglich sind, so dass beispielsweise als ab-
schlieRender Galvanikschritt eine Verzinnung der
Metallisierungsbereiche 106 vorzuziehen ist. Die gal-
vanisch aufgebrachten Metallschichten kénnen nun
erfindungsgemal die Seitenflachen der Graben teil-
weise oder ganz bedecken, sowie es die jeweilige
Bauform erfordert, wie dies beispielsweise anhand
der Halbleiterbausteine in den Fig. 1 bis 5 dargestellt
wurde. GemaR der vorliegenden Erfindung kénnen
die Graben 302 entweder teilweise oder auch voll-
standig mit den Metallschichten gefillt werden.

[0093] In Fig. 6f ist nun ein weiterer Bearbeitungs-
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schritt des Halbleiterwafers 300 dargestellt, wobei
optional auf den Halbleiterwafer, d. h. auf die erste
Hauptoberflache 300a des Halbleiterwafers 300, eine
Folie aufgebracht wird, und das Halbleitermaterial
des Halbleiterwafers auf eine vorgegebene Restdi-
cke von beispielsweise 0 um bis 300 ym in den Gra-
ben diinn geschliffen wird. Bei einer Grabentiefe von
100pm und einer Enddicke von 400um ist beispiels-
weise eine Restdicke von 300um als sinnvoll anzuse-
hen. Bei einer Grabentiefe von 100um und einer End-
dicke von 100um ist beispielsweise eine Restdicke
von Oum als sinnvoll anzusehen, so dass deutlich
wird, dass die jeweilige Restdicke abhangig vom Ein-
zelfall eingestellt werden kann. Der Halbleiterwafer
wird vorzugsweise auf die Folie aufgebracht, um die-
sen Bearbeitungsschritt und die nachfolgenden Bear-
beitungsschritte einfacher handhaben zu kénnen.

[0094] Optional kann nun auch die Riickseite des
gedinnten Halbleiterwafers 300 und somit die zweite
Hauptoberflache 102b der herzustellenden Halblei-
terbausteine 100 noch mit einer Passivierungs-
schicht zum Schutz gegen Korrosion, mechanische
Beschadigungen und aufere Umgebungseinflisse
versehen werden. Diese Passivierung der Chiprick-
seite, d.h. der zweiten Hauptoberfliche 102b des
CSP-Halbleiterbausteins 100, ist vorzugsweise fer-
ner daflr vorgesehen, um zuverlassig zu vermeiden,
dass keine elektrischen Kurzschlisse zwischen den
Kontakten auf einer Applikationsschaltung und dem
Substratmaterial 102 des CSP-Halbleiterbausteins
100 auftreten kdnnen. Diese Passivierungsschicht
kann beispielsweise aus einer Doppelschicht aus
Plasmaoxid und Plasmanitrid bestehen, die jeweils
eine Dicke von beispielsweise 0,2 bis 2,0 ym und vor-
zugsweise 0,5 bis 1 ym aufweisen koénnen.

[0095] In dem in Eig. 6g nachfolgend dargestellten
Verfahrensschritt gemalR dem erfindungsgemafen
Herstellungsverfahren des Halbleiterbausteins 100
wird nun der Halbleiterwafer 300 vereinzelt, um eine
Mehrzahl von vereinzelten Halbleiterbausteinen 100
mit dem an einer der Seitenflachen des Halbleiter-
bausteins 100 angeordneten, frei liegenden Metalli-
sierungsbereich 106a zu erhalten.

[0096] Um den Halbleiterwafer 300 zu vereinzeln
wird gemaf der vorliegenden Erfindung beispielswei-
se ein Teil des Metallmaterials in den Graben 302
entfernt, um die Vereinzelung des Halbleiterwafers
und damit die einzelnen Halbleiterbausteine 100 zu
erhalten. Dies kann beispielsweise durch Atzschritte,
mechanische Sageschritte, Lasersageschritte oder
auch durch CMP-Schritte geschehen.

[0097] Beispielsweise kann zur Vereinzelung des
Halbleiterwafers 300 eine Damageatzung des restli-
chen Halbleitermaterials unterhalb der Graben 302
vorgenommen werden. Beim mechanischen Diinn-
schleifen der Scheibe werden in einer Schicht auf der
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Ruckseite des Halbleiterwafers viele Versetzungen
erzeugt (,Damages"). Diese Schicht mit den Verset-
zungen wird in der Damageatzung weggeatzt

[0098] Die verbleibende Metallisierung in den Gra-
ben 302 des Halbleiterwafers 300 kann dann durch
mechanische Sagevorgange oder Lasersagevorgan-
ge oder CMP-Verfahren (CMP = chemical mechani-
cal polishing) behandelt werden, wodurch der Halb-
leiterwafer 300 letztendlich vereinzelt und die einzel-
nen Halbleiterbausteine 100 erhalten werden. Zur
weiteren Handhabung, wie z. B. Messung, Verpa-
ckung usw., der vereinzelten Halbleiterbausteine 100
kann die Folie 304, auf der sich die Halbleiterbaustei-
ne in den letzten Verfahrensschritten optional befan-
den, so weit expandiert werden, wie es die Weiterver-
arbeitung und Zuganglichkeit der einzelnen Halblei-
terbausteine 100 erfordert.

[0099] Bezuglich der in den Fig. 6f und Fig. 6g dar-
gestellten Vorgehensweise zur Vereinzelung des
Halbleiterwafers 300 mittels Sage- oder Atzvorgan-
gen sollte beachtet werden, dass diese Vereinze-
lungsvorgange dahin gehend problematisch sein
koénnen, dass beispielsweise bei einem Sagevorgang
zur Vereinzelung haufig Grate an den Metallisie-
rungsbereichen 106 zurlickbleiben kénnen, wobei
bei Atzvorgéngen zur Vereinzelung eine Anatzung
der Metallisierungsbereiche 106 an den Seitenfla-
chen der Graben 302 haufig relativ schwierig zu kon-
trollieren ist.

[0100] Im Folgenden werden nun Bezug nehmend
auf die Fig. 7a—e optionale bzw. zusatzliche Verfah-
rensschritte des erfindungsgemaflen Herstellungs-
verfahrens zur Herstellung eines CSP-Halbleiterbau-
steins 100 erlautert, die zusatzlich bzw. optional zu
den anhand der Eig. 6f-Fig. 6g dargestellten Verfah-
rensschritte durchgefihrt werden kénnen, um der
oben dargelegten Problematik bei der Vereinzelung
des Halbleiterwafers 300 mittels Sage- oder Atzvor-
gangen entgegenwirken zu kénnen.

[0101] Wie nun in Eig. 7a gezeigt ist, kann nun an-
schlieRend auf das Aufbringen der Metallisierungs-
bereiche 106 auf die Isolations- bzw. Passivierungs-
schicht 110 (Verfahrensschritte von Fig. 6e) eine zu-
satzliche Schutzschicht 112 aufgebracht werden, die
zumindest die Metallisierungsbereiche 106 auf den
Seitenflachen in den Graben 302 bedecken sollten,
wobei, wie dies in Fig. 7a dargestellt ist, die Graben
302 beispielsweise vollstandig mit der zusatzlichen
Schutzschicht 112 gefiillt sein kdnnen. Ferner kann
die zusatzliche Schutzschicht 112 beispielsweise
Uber der gesamten ersten Hauptoberflache 300a des
Halbleiterwafers 300 aufgebracht werden, so dass
sich die zusatzliche Schutzschicht 112 auch Uber die
Metallisierungsbereiche 106 bzw. die dazwischenlie-
genden Bereiche erstrecken kann. Diese zusatzliche
Schutzschicht 112 kann beispielsweise aus einem
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BCB-Material (BCB = Benzocyclobuten) mittels Stan-
dardaufbringungsverfahren auf den Halbleiterwafer
300 und zumindest in die Graben 302 desselben ab-
geschieden werden. Falls sich diese zusatzliche
Schutzschicht 102 auch Uber die erste Hauptoberfla-
che 300a des Halbleiterwafers 300 erstreckt, ist es
erforderlich, diese zusatzliche Schutzschicht 112 bei-
spielsweise mittels Standardverfahren, wie z. B.
CMP-Vorgangen, derart zuriickzuschleifen bzw. zu-
rickzuatzen, dass lediglich die Graben 302 des Halb-
leiterwafers 300 gefiillt sind und die Kontaktierungs-
bereiche 104a auf der ersten Hauptoberflache 300a
des Halbleiterwafers 300 fiir eine spatere Kontaktie-
rung wieder freiliegend sind. Dabei ist es nun vorteil-
haft, wenn die zusatzliche Schutzschicht 102 zwi-
schen den Metallisierungsbereichen 106 und blindig
an diese angrenzend auf der ersten Hauptoberflache
300a verbleiben kann (vgl. Isolationsschicht 110 und
Schutzschicht 112 auf der ersten Hauptoberflache
102a des Halbleiterchips 100 von Fig. 1a-b). Diese
zusatzliche Schutzschicht 112 ist nun dahin gehend
wirksam, um die Metallisierungsbereiche 106 an den
Seitenflachen der Graben 302 bei den nachfolgen-
den Vereinzelungsschritten zu schiitzen.

[0102] Wie nunin Fig. 7b als ein weiterer optionaler
Bearbeitungsschritt des Halbleiterwafers 300 darge-
stellt ist, kann nun auf die erste Hauptoberflache
300a des Halbleiterwafers 300 eine Folie 304 aufge-
bracht werden, wobei nun das Halbleitermaterial des
Halbleiterwafers 300 an der zweiten Hauptoberflache
300b desselben auf eine vorgegebene Restdicke von
beispielsweise 0 pm bis 300 pm in den Graben zu-
ruckgeschliffen bzw. zurlickgeatzt werden kann (vgl.
auch die bezlglich Fig. 6f beschriebene Vorgehens-
weise). Wenn nun bei dem Duinnen des Halbleiterwa-
fers 300 an der zweiten Hauptoberflache 300b des-
selben nach dem Schleifvorgang noch ein Atzvor-
gang durchgefiihrt wird, kann vermieden werden, bis
zu den Metallisierungsbereichen 106 an der Unter-
seite der Graben 302 schleifen zu missen. Dadurch
wird es ferner ermdglicht, mdégliche Versetzungen,
die bei mechanischen Schleifvorgdngen entstehen
kénnen, wieder zu entfernen. Die angesprochenen
Atzvorgénge der zweiten Hauptoberflache 300b des
Halbleiterwafers 300 sind also sehr schonend und
auch heilend fur das spatere Produkt, d.h. den ver-
einzelten Halbleiterbaustein 100. Wie nun in Fig. 7¢
dargestellt ist, kann nun anschlieRend die Passivie-
rungsschicht 110, wenn diese in den Graben 302 zur
der zweiten Hauptoberflache 300b des Halbleiterwa-
fers 300 hin freiliegt, mit Standardverfahren entfernt
bzw. weggeatzt werden, wie dies in Fig. 7c darge-
stellt ist.

[0103] Im Bedarfsfall kdnnen nun auch mittels Stan-
dardverfahren die Metallisierungsbereiche 106 noch
in eine gewlnschte Form gebracht werden. Dabei ist
es aufgrund der aufgebrachten zusatzlichen Schutz-
schicht 112 in den Graben 302, d.h. bei einer vor-
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zugsweise vollstandigen Fillung der Graben 302,
moglich, die Metallisierungsbereiche 106 nicht nur an
der Unterseite der Graben 302 zu entfernen und weg-
zuatzen, sondern auch optional kontrolliert an den
Seitenflachen der Graben 302, d.h. an den Seitenfla-
chen des resultierenden Halbleiterbausteins 100, zu
entfernen bzw. wegzuatzen, wie dies beispielhaft in
Fig. 7d dargestellt ist.

[0104] Dadurch wird es ermdglicht, einen Abstand d
zwischen der zweiten Hauptoberflache 300b des ver-
einzelten Halbleiterwafers 300 und den Metallisie-
rungsbereichen 106 geeignet einzustellen (vgl. Ab-
stand d zwischen den Metallisierungsbereichen
106a—c und der zweiten Hauptoberflache 102b des
Halbleiterbausteins 100 von Fig. 1a-b), so dass die-
ser Abstand d einen mdglichen Schutz vor elektri-
schen Durchbriichen zwischen den Seitenflachen-
metallisierungen 106 und der Rickseite bzw. zweiten
Hauptoberflache 102b des Halbleiterbausteins 100
ermdglicht. Dieser Abstand d kann dabei je nach den
Anforderungen an die elektrische Durchschlagsfes-
tigkeit, d.h. je nach den Betriebsspannungsanforde-
rungen, beispielsweise in einem Bereich von 0 bis
200 pm und vorzugsweise in einem Bereich um etwa
50 pym liegen.

[0105] Beziglich der in Eig. 7¢ und Eig. 7e darge-
stellten Vorgehensweise zur Bearbeitung und Ausbil-
dung der Metallisierungsbereiche 106 sollte ferner
beachtet werden, dass es alternativ auch maoglich ist,
die in Eig. 7¢ dargestellten Abschnitte der Metallisie-
rungsbereiche 106 an der Unterseite der Graben 302
zu entfernen, und nach Aufbringen einer optionalen
Isolationsschicht auf der Ruckseite des der Halblei-
tersubstratbereiche 102 eine mit den Metallisierungs-
bereichen 106 verbundene Rickseitenmetallisierung
zu erzeugen, um die beispielsweise in den Fig. 3b
und Fig. 3e dargestellten Ausflihrungsformen zu er-
halten, bei denen sich die Metallisierungsbereiche
von der ersten Hauptoberflaiche bis auf die zweite
Hauptoberflache (Rickseite) des Halbleiterbausteins
erstrecken.

[0106] SchlieBlich wird nun, wie dies in Fig. 7e dar-
gestellt ist, die zusatzlich angeordnete, optionale
Schutzschicht 112 bzw. das Schutzmaterial, das vor-
zugsweise die Graben 302 fiillt, mittels Standardver-
fahren aus den Graben 302 entfernt, um die verein-
zelten Halbleiterbausteine 100 zu erhalten. In Fig. 7e
ist auch der oben angegebene (optionale) Abstand d
der Metallisierungsbereiche 106 von der zweiten
Hauptoberflache des Halbleiterbausteins 100 noch-
mals dargestellt.

[0107] Bezlglich der vorliegenden Erfindung sollte
ferner beachtet werden, dass das erfindungsgemaRe
Konzept bezlglich eines Halbleiterbausteins bzw.
das erfindungsgemafle Verfahren zum Herstellen
desselben auch auf solche Halbleiterbauelemente in
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den Halbleiterbausteinen angewendet werden kann,
die beispielsweise einen Ruckseitenkontakt aufwei-
sen, wie z. B. einen Kollektor, wobei in diesem Fall
durch bekannte Vorgehensweisen, wie beispielswei-
se eine vergrabene Schicht (buried layer) mit Sin-
ker-Implantationen oder Substratvias, an die Vorder-
seite, d. h. die erste Hauptoberflache 300a des Halb-
leiterwafers bzw. des Halbleiterchipkérpers 102, ge-
fuhrt werden und somit fir die erfindungsgemafen
Metallisierungsbereiche 106 zuganglich sind.

[0108] Ferner sollte bezlglich der erfindungsgema-
Ren Halbleiterbausteine 100 beachtet werden, dass
beispielsweise der gesamte Metallisierungsbereich
106 frei liegend sein kann. Ferner ist es moglich,
dass der Metallisierungsbereich 106 auf der Haupto-
berflache 102a des Halbleiterkérpers 102 eine zu-
satzliche Passivierungs- bzw. Schutzschicht (nicht
gezeigt in den Figuren) aufweist, wobei der Metalli-
sierungsbereich 106 an der Seitenflache des Halblei-
terkdrpers 102 aber weiterhin einen frei liegenden
Kontaktierungsbereich 108 bereitstellt.

[0109] Die vorhergehenden Ausfiihrungen bezig-
lich des erfindungsgemafRen Herstellungsverfahrens
eines Halbleiterbausteins mit einem an einer Seiten-
flache des Halbleiterbausteins angeordneten frei lie-
genden Metallisierungsbereich machen deutlich,
dass das erfindungsgemafle Herstellungsverfahren
als Ganzscheibenprozess durchfihrbar ist, d. h. auf
Waferebene die Herstellung vollstdndiger Halbleiter-
bausteine 100, die unmittelbar in Applikationen ein-
geflgt werden kénnen, moglich ist.

[0110] Bezuglich des im vorhergehenden erlauter-
ten, erfindungsgemaflien CSP-Halbleiterbausteins
100, dessen Herstellungsverfahren und der erfin-
dungsgemalen Schaltungsanordnung 200 kann so-
mit festgestellt werden, dass die frei liegenden Kon-
taktierungsbereiche des erfindungsgemafien
CSP-Halbleiterbausteins nur durch eine Isolations-
schicht bzw. ein Dielektrikum getrennt von dem Halb-
leiterchipkdrper an demselben angeordnet sind, und
insbesondere an den Seitenflaichen des Halbleiter-
chipkérpers (auf der Isolationsschicht 110) des
CSP-Halbleiterbausteins angeordnet ist. Somit
braucht gemafl der vorliegenden Erfindung keine zu-
satzliche Chipflache fir die frei liegenden Kontaktie-
rungsbereiche bzw. Kontaktbereiche zur externen
Kontaktierung bereitgestellt werden, wie dies bei den
Gehauseformen gemafll dem Stand der Technik er-
forderlich ist.

[0111] Daher hinaus ist der erfindungsgemafie
CSP-Halbleiterbaustein bezliglich der Flache des ak-
tiven Schaltungsbereichs auf dem Halbleiterchipkdr-
per nicht grolker als erforderlich und nimmt daher
sehr wenig Platz bei der Anordnung auf einer Schal-
tungsplatine ein. Daruber hinaus ist die resultierende
Bauhoéhe des erfindungsgemaRen CSP-Halbleiter-
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bausteins aulierst gering, d. h. in der Gré3enordnung
des Halbleiterchipkérpers, wobei die Abmessungen
eines Halbleiterbausteins insbesondere in Schal-
tungsmodulen aulerst kritische Parameter darstel-
len.

[0112] Somit kann der erfindungsgemafie Halblei-
terbaustein mit dem Halbleiterchipkérper mit derart
kleinen Abmessungen ausgebildet werden, die ledig-
lich durch die Flache des (aktiven) Schaltungsbe-
reichs in dem Halbleiterkdrper vorgegeben ist. Damit
kénnen die erforderlichen Materialkosten fiir das As-
semblieren des erfindungsgemaflen CSP-Halbleiter-
bausteins 100 bis auf eine vorzugsweise verstarkte,
letzte Metalllage fur die Metallisierungsbereiche
106a—c vermieden werden. Somit ist die geman der
vorliegenden Erfindung vorgeschlagene Bauform fur
einen CSP-Halbleiterbaustein wesentlich gunstiger
herzustellen als die bisher im Stand der Technik be-
kannten und bestehenden Gehausebauformen fir
Halbleiterbausteine.

[0113] Darlber hinaus sollte beziglich des erfin-
dungsgemalen CSP-Halbleiterbausteins beachtet
werden, dass das Assemblieren der Halbleiterchips,
das zu einem grof3en Teil durch die Materialkosten
bestimmt wird, haufig der kostenintensivste Herstel-
lungsabschnitt der Einzelhalbleiterproduktion ist. Die-
ser Herstellungsabschnitt kann durch den erfin-
dungsgemalien CSP-Halbleiterbaustein wesentlich
vereinfacht werden. Ferner ist es bei dem erfindungs-
gemalen CSP-Halbleiterbaustein duf3erst vorteilhaft,
dass die Anschlusskontakte, d. h. die Létmittelverbin-
dung zwischen den frei liegenden Kontaktierungsbe-
reichen des Halbleiterbausteins mit den Kontaktan-
schlussflachen auf einer Schaltungsplatine nach dem
Verbauen des erfindungsgemafen CSP-Halbleiter-
bausteins in der Applikation noch optisch kontrolliert
werden kdnnen, da die Létmittelverbindungsbereiche
durch den erfindungsgemafien CSP-Halbleiterbau-
stein nicht verdeckt werden. Ferner ist beziiglich des
erfindungsgemaflien CSP-Halbleiterbausteins anzu-
merken, dass aufgrund der Anordnung des erfin-
dungsgemalen CSP-Halbleiterbausteins auf einer
Schaltungsplatine, indem die zweite Hauptoberflache
des Halbleiterbausteins auf der Oberflache der
Schaltungsplatine aufliegt, auch eine erhéhte Zuver-
lassigkeit und Festigkeit gegeniber thermischen
und/oder elektrischen Zyklen aufweist.

[0114] Bezlglich des erfindungsgemalen
CSP-Halbleiterbausteins sollte ferner beachtet wer-
den, dass die damit erhaltenen Vorteile am augen-
scheinlichsten fiir Einzelhalbleiter und Hochfrequen-
zeinzelhalbleiter auftreten, wobei die vorliegende Er-
findung jedoch nicht auf diese Anwendungen be-
schrankt ist, sondern gemaR der vorliegenden Erfin-
dung der erfindungsgemafRe CSP-Halbleiterbaustein
im Wesentlichen beliebig viele externe, frei liegende
Kontaktbereiche aufweisen kann und somit auch fur
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integrierte Schaltungen anwendbar und vorteilhaft
ist.

Bezugszeichenliste

100 Halbleiterbaustein
102 Halbleiterkorper
102a-b erste und zweite Hauptoberflache des
Halbleiterkor
pers
102c—f Seitenflachen des Halbleiterkorpers
104 Schaltungsbereich
104a-d Schaltungskontaktanschluss
106a—d Metallisierungsbereich
108a-d frei liegender Kontaktierungsbereich
110 Isolationsschicht
112 zusatzliche Schutzschicht
200 Halbleiterschaltungsanordnung
202 Schaltungsplatine
204 Kontaktanschlussflache
206 Lotmittel
300 Halbleiterwafer
300a-b erste bzw. zweite Hauptoberflache des
Halbleiterwa
fers
302 Graben
304 Folie
Patentanspriiche

1. Halbleiterbaustein (100) mit folgenden Merk-
malen
einem Halbleiterkérper (102) mit einer ersten und ei-
ner gegenuberliegenden zweiten Hauptoberflache
(102a, 102b) und mit die Hauptoberflachen verbin-
denden Seitenflachen (102c—f),
einem Schaltungsbereich (104) in dem Halbleiterkor-
per (102) angrenzend an die erste Hauptoberflache
(102a), der einen Schaltungskontaktanschluss
(104a) aufweist,
einem Metallisierungsbereich (106; 106a-b; 106a—c;
106a-d), der sich von dem Schaltungskontaktan-
schluss (104a) auf der ersten Hauptoberflache
(102a) auf eine Seitenflache des Halbleiterkorpers
(102) erstreckt, um an der Seitenflache des Halblei-
terkorpers (102) einen frei liegenden Kontaktierungs-
bereich (108; 108a—b; 108a—c; 108a—d) bereitzustel-
len, und
einer Isolationsschicht, die zwischen dem Metallisie-
rungsbereich (106) und dem Halbleiterkdrper (102)
angeordnet ist, wobei die Isolationsschicht (110) eine
Offnung zum elektrischen Verbinden des Schaltungs-
kontaktanschlusses (104a) mit dem Metallisierungs-
bereich (106) aufweist.

2. Halbleiterbaustein nach Anspruch 1, wobei
sich die Isolationsschicht (110) vorzugsweise durch-
gehend von der ersten Hauptoberflache (102a) des
Halbleiterkorpers (102) auf eine der Seitenflachen
(102a—d) des Halbleiterkérpers (102) erstreckt.
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3. Halbleiterbaustein gemafl Anspruch 1 oder 2,
wobei sich der Metallisierungsbereich (106) auf zwei
oder drei benachbarte Seitenflachen des Halbleiter-
korpers (102) erstreckt.

4. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei sich der Metallisierungs-
bereich (106) auf die gegeniberliegende, zweite
Hauptoberflache (102b) des Halbleiterkdrpers (102)
erstreckt.

5. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei der Halbleiterbaustein
(100) ein vereinzelter Halbleiterbaustein ist.

6. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
henden Anspriche, wobei der gesamte Metallisie-
rungsbereich (106) frei liegend ist.

7. Halbleiterbaustein nach einem der Anspriiche
1 bis 6, wobei der Metallisierungsbereich (106) auf
der Hauptoberflache (102a) des Halbleiterkorpers
(102) eine Passivierungsschicht aufweist, und der
Metallisierungsbereich (106) an der Seitenflache des
Halbleiterkorpers (102) einen frei liegenden Kontak-
tierungsbereich (108) bereitstellt.

8. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
henden Anspriuche, wobei der Schaltungsbereich
(104) in dem Halbleiterkérper (102) eine Mehrzahl
von Schaltungskontaktanschlissen (104a; 104a-b;
104a—c; 104a—d) aufweist.

9. Halbleiterbaustein nach Anspruch 8, wobei der
Halbleiterbaustein eine Mehrzahl von Metallisie-
rungsbereichen (106; 106a—b; 106a—c; 106a—d) auf-
weist, der sich von der Mehrzahl von Schaltungskon-
taktanschlissen auf der ersten Hauptoberflache
(102a) auf eine oder mehrere Seitenflachen des
Halbleiterkorpers (102) erstrecken.

10. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
henden Anspriuche, wobei der Schaltungsbereich
(104) ein aktives und/oder passives Einzelhalbleiter-
bauelement aufweist.

11. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
henden Anspriuche, wobei der Schaltungsbereich
(104) in dem Halbleiterkdrper (102) ein Einzelhalblei-
terbauelement oder eine integrierte Schaltungsan-
ordnung mit einer Mehrzahl von Halbleiterbauele-
menten aufweist.

12. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei die Isolationsschicht (110)
zumindest eines der folgenden Materialien aufweist,
wobei die Materialien Plasmaoxid und/oder Plasma-
nitrid und/oder Imid aufweisen.

13. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
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henden Anspriiche, wobei die Isolationsschicht (110)
eine Dicke von 1um bis 10um aufweist.

14. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei der Metallisierungsbereich
(106) Kupfer, Aluminium, Gold, Silber, Zinn, Titan
und/oder Wolfram aufweist.

15. Halbleiterbaustein nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei der Metallisierungsbereich
eine Dicke von 1um bis 50um aufweist.

16. Halbleiterschaltungsanordnung mit folgen-
den Merkmalen:
einem Halbleiterbaustein (100), und
einer Schaltungsplatine (200) mit einer Kontaktan-
schlussflache (202; 202a—c),
wobei der Halbleiterbaustein (100) einen Halbleiter-
korper (102) mit einer ersten und einer gegenuberlie-
genden zweiten Hauptoberflache (102a, 102b) und
mit der Hauptoberflache verbindenden Seitenflachen
(102c—f), einen Schaltungsbereich (104) in dem
Halbleiterkérper (102) angrenzend an die erste
Hauptoberflache (102a), der zumindest einen Schal-
tungskontaktanschluss (104a) aufweist, einen Metal-
lisierungsbereich (106), der sich von dem Schal-
tungskontaktanschluss (104a) auf der ersten Haupto-
berflache (102a) auf eine Seitenflache des Halbleiter-
korpers (102) erstreckt, um an der Seitenflache des
Halbleiterkorpers (102) einen frei liegenden Kontak-
tierungsbereich (108) bereitzustellen, und eine Isola-
tionsschicht (110) aufweist, die zwischen dem Metal-
lisierungsbereich (106) und dem Halbleiterkdrper
(102) angeordnet ist,
wobei der Isolationsbereich (110) eine Offnung zum
elektrischen Verbinden des Schaltungskontaktan-
schlusses (104a) mit dem Metallisierungsbereich
(106) aufweist, und
wobei der frei liegende Metallisierungsbereich (108)
an der Seitenflache des Halbleiterbausteins mittels
elektrischer Verbindungsmittel (206) und vorzugswei-
se Lotmittel (204) mit der Kontaktanschlussflache
(202; 202a-c) der Schaltungsplatine (200) verbun-
den ist.

17. Halbleiterschaltungsanspruch  nach  An-
spruch 16, wobei der Halbleiterbaustein (100) mit der
ersten Hauptoberflache (102a) des Halbleiterkorpers
(102) auf der Schaltungsplatine (200) aufliegt.

18. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiter-
bausteins mit einem an einer Seitenflache des Halb-
leiterbausteins angeordneten frei liegenden Metalli-
sierungsbereich, mit folgenden Schritten:
Bereitstellen eines Halbleiterwafers mit einer Haupto-
berflache, wobei angrenzend an die Hauptoberflache
eine Mehrzahl von Schaltungsbereichen in dem
Halbleiterwafer angeordnet sind, wobei ein Schal-
tungsbereich einen Schaltungskontaktanschluss auf-
weist,
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Erzeugen eines Grabens in der Hauptoberflache des
Halbleiterwafers benachbart zu dem Schaltungsbe-
reich,

Erzeugen einer Isolationsschicht auf dem Schal-
tungsbereich und zumindest teilweise in dem Gra-
ben, wobei der Schaltungskontaktanschluss frei ge-
lassen wird,

Erzeugen eines Metallisierungsbereichs auf der Iso-
lationsschicht und dem Schaltungskontaktanschluss,
so dass der Metallisierungsbereich mit dem Schal-
tungskontaktanschluss verbunden ist und sich der
Metallisierungsbereich von dem Schaltungskontakt-
anschluss des Schaltungsbereichs zumindest teil-
weise in den angrenzenden Graben erstreckt, und
Vereinzeln des Halbleiterwafers, um eine Mehrzahl
von vereinzelten Halbleiterbausteinen mit dem an ei-
ner der Seitenflachen des Halbleiterbausteins ange-
ordneten, frei liegenden Metallisierungsbereich zu er-
halten.

19. Verfahren nach Anspruch 18, ferner mit fol-
gendem Schritt:
Aufbringen einer Schutzschicht (112) zumindest auf
den sich in den angrenzenden Graben (302) erstre-
ckenden Abschnitt des Metallisierungsbereichs.

20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, wobei
der frei liegende Metallkontaktierungsbereich des
Halbleiterbausteins fur eine externe Kontaktierung
des Halbleiterbausteins vorgesehen ist.

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis
20, ferner mit folgenden Unterschritten:
Dunnschleifen des Halbleiterwafers; und
Aufbringen einer Folie auf die erste Hauptoberflache
des Halbleiterwafers.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen

17/26



DE 10 2005 004 160 A1 2006.08.10

Anhangende Zeichnungen

FIG 1A

FIG 1B 106b

108¢
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FIG 3A 100

"-108b
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FIG 3C 100
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FIG 4A
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FIG 5A
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